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Плазмохимическое осаждение нитрида кремния с заданными электрическими свойствами для СВЧ конденсаторов.
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При переходе от дискретного исполнения СВЧ – микросхем к монолитным кристаллам, в которых на одной подложке объединены активные и пассивные элементы, особое внимание следует уделять точности изготовления этих элементов. Точность изготовления заключается в строгом соблюдении геометрических размеров элементов, электрических и других свойств. Все эти параметры задаются и контролируются в процессе производства [1].

Диэлектрик для тонкопленочных конденсаторов должен обладать малыми диэлектрическими потерями, высоким пробивным напряжением и хорошей адгезией к подложке[2].В данной работе мы оптимизируем процесс ПХО для получения тонкого диэлектрика, изменяя параметры технологического процесса. Так на рис.1. представлена зависимость тангенса диэлектрических потерь от расхода аммиака в процессе осаждения нитрида кремния, при заданных мощности разряда, рабочем давлении, расходах азота, моносилана и гелия. Легко видеть, что существует оптимальный расход аммиака около 100 sccm (при заданном значении расхода моносилана), при котором мы получаем достаточно хороший для СВЧ – применений диэлектрик и в то же время не расходуем дорогой особочистый и потенциально опасный газ.

Рис. 1. Зависимость тангенса диэлектрических потерь от расхода аммиака

Литература

[1]. Зи С. Технология СБИС. – М.: Мир, 1986. – 404 с., ил.

[2]. Парфенов О.Д. Технология микросхем. – М.: Высшая школа, 1986. – 320 с., ил.


